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1. 기술의 개요

• 우수한 물성을 가지는 단결정의 CdTe 단결정 웨이퍼를

저가의 실리콘 기판 위에 제조하는 기술 !

• Si 기판 위의 산화막 제거 후 GaAs를 ~10nm 이하로 성장시킨 다음

CdTe를 성장시킴으로써 단결정 얻을 수 있음.

공정 개략도
CdTe 성장장치 개략도
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2. 기술의 적용분야

� 태양전지 : ~3 % market share  (다결정, 단결정)

� x, γ-선 검출기 (치과 디지털 검출기)

� 군사용 적외선 검출기 HgCdTe 기판 물질 (단결정)
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3. 본 기술의 개발 상태

2” 이상의 대면적 단결정 CdTe를 경제적인 금속유기화학 기상 증착

법으로 제조할 수 있는 원천기술을 개발하고 관련특허를 보유함 !

단결정 CdTe 성장 TEM 사진



한국과학기술연구원 기술사업화실

4. 본 기술의 특징 및 차별점

� 저가의 실리콘 기판에 대면적 CdTe 제조가 가능한 단결정 성장 기술

- 기존의 덩어리 형태의 CdTe 단결정 성장 기술 :

쌍정등의 문제로 대면적 CdTe 웨이퍼 획득 어려우며 고가

- 통상적인 방식의 박막 성장 기술 :

실리콘 과 CdTe 간의 화학적 비 호환성, 격자불일치 및 열팽창계수의

차이 등의 문제로 인해 양질의 단결정 CdTe를 얻기 어려움

- 분자선 에피텍시 법에 의한 단결정 CdTe 성장 기술 :

성장속도, 고비용 등의 문제점이 있음
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5. 관련제품의 시장현황 및 규모

응용분야별 적외선 검출기 시장규모

1. 보안감시 분야
2. 국방분야
3. 환경 에너지 분야
4. 의료 분야

적외선 감지기 적용 시장


